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Tabela 3.1 RESUMO DASEQUACOESIMPORTANTES PARAOPERACAODAJUNCAO pn.

Grandeza

Relagéo

Valores de Constantes e Parametro
(para Si intrinseco a T = 300 K)

Concentragdo de portadores
no silicio intrinseco (/cm3 )

2 —Eg/k
n? = Brle et

B=54x103/(K3cm®)
E(,‘ =1,12eV

k=28,62x107eV/K

n;=1,5x 10'%cm3

Concentracdo de portadores
no silicio tipo n (/em?)

Em Equilibrio Térmico: n? =n.p

Concentracdo de portadores
no silicio tipo p (/cm3)

Ny = Nér)
Pno =1/ Np
Ppo = NA

2
Myo = 1 /N,

Em Equilibrio Térmico: n? =n.p

Densidade da corrente de
deriva (A/cm?)

Jderiva = Cf'(pﬂp + n, ) E

1, =480 cm?/Vs
1, = 1350 cm?/Vs

Resistividade (Q ¢cm)

p = Watpu, +nu,)]

My € i, diminuem com 0 aumen-
to na concentracio de dopantes

Densidade da corrente de
difusdo (A/cm3)

J dp

g = 1,60 x 1071°Coulomb
Dp =12 cm?/s

dp D, =34 cm?/s
Jn[leusc’{c] = +qu a "
Relacdo entre mobilidadee  Zi _ 2,1 -y Vo= kTlq
difusividade t, o, = 25mV
T i i \Y N N
ensdo interna da jungdo (V) Vo= 1, ln{ Az n]
nj
1) Para a juncdo pn ao lado, pergunta-se: > i
e s
a) Ela esta polarizada diretamente ou reversamente?
+ —

b) Nesse caso, comparando com a situagdo em aberto, x,, Xp € W aumentam?

Diminuem? Ficam os mesmos?

c)Se Np=1.10" cm=3e Na=1.10"7 cm3e Vg=10V, qual o novo valor de W?

+ + + +
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3) Considerando que a barra do exercicio anterior tem uma secdo A = 250um?;

a) Estime o valor de capacitancia de juncdo (ou deplecdo) nesse caso sem utilizar nenhuma férmula direta do livro

b) Determine a capacitancia de de juncdo (ou deplec¢do) através da expressao aplicando as inforrmade, apenas as
que estdo nesta folha de atividades.
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4) Considere o circuito ao lado. Qual a sua fun¢ao? Rf
a) Vocé saberia estimar alguma frequéncia relevante? 10000
Cf
V3 p—
@ Antena - 1uVp 25p
= 10MHz-200MHz
AV
0 VO
5) Considere o circuito ao lado.
Qual a sua fungao? AN—
~ . Rf
a) Em que tensdo devemos polarizar 10000
o Varicap para se assemelhar ao va Ly Learga
circuito da questdo 4? Anena-Wp == 47k A DVarcap ) 0.1u ‘
10MHz-200MHz va GVD1401-001 CrpR)
ircuito??? -
b) Para que serve este circuito??? l1~10v
0 0 0 0

>VD1404-001;

1 45 6 10
REVERSE VOLTAGE
(VOLTS)

6. (Ex. 3.34) Um diodo tem N4 = 10"/cm?3, Np = 10"%/cm?, n;=1,5 " 10"%cm?3, L, = 5um, L,= 10 um, A =
2500 um?, Dp (na regido n) = 10 cm?/Vs, e D, (na regido p) = 18 cm?/Vs. O diodo est4 diretamente

polarizado e conduzindo uma corrente / =0,1 mA. Calcule:

(a)

\LPIVD LV g )

(b) Atensdo de polariza¢ao direta externa Vp e a tensao de barreira Vj

(c) A componente da corrente devida a inje¢cdo de lacunas e aquela devida a injecdo de elétrons através da

jungao
d T eT
p n

(e) acarga Q doexcesso delacunas naregidon eacargaQ do excesso de elétrons na regiao p; e a carga
1% n

total Q de portadores minoritarios armazenada, e o tempo de transito 7
(f) A capacitancia de difusdo.
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Resp. (a) 210 A; (b) 0,616 V; (c) 91,7 A, 8,3 pA; (d) 25 ns, 55,6 ns; () 2,29 pC, 0,46 pC, 2,75 pC, 27,5 pC; (f) 110 pF



